12

-

| an 5 1 9 %g J. NWechod = 1

182082

MEMORIA DESCRIPTIVA
PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPARA

FPOR:MMEJCRAS EN CELULAS FOTOELECTRICAS CON EL

CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION

A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A., DOMICILIADA EN

MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N° 7.
e Bl .

Bste iuvento corresponde a células fotoeldctricas
¥ & los procedimientos parzs hacerles.

El aeienio se usa en los rectificadores y en las
células fotoeldctricas. Los rectificadorés ¥ les células
fotoeléctricas se han hecho por varios procedimientos see
gin el uso propio gque se legha dado . Las células por
ejemplo se hacen en werios procedimientos y para diferentes

grados de sensibilidad, los cuales puedén clasificarse am-—
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pliamente como alta, media y baja sensibilidad. Las células j
de més alte sensibilided son las mas costosas. En muchas I
eplicaciones las células de sensibilidad media y baja son sétg
factorias porque tiensn la sensibilidad que se requiere y
tienen ls ventaja de que pueden fabricarse & mélcho menor coste
que las células de alte sensibilided. Los procedimientos pa-—
ra hacer rectificadores de selenio y células son como otros
procedimientos de fabricacidn en los que hay un cierto tanto
por ciento de fallos. &si al hacer rectificadores hay siem—
pre une cierts cantidad que fallan al empezer los ensayos

bara un uso particular. Estos rechazos representan substan=—
cialmente una pérdida total a menos que suceda por coinci-
daﬁcia que se les encuentre pronto un uso a estos rectifica~
dores imperfectios.

Se propone de una menera no anticipade de esta
invencidn, que los rectificadores imperfectos sean empleados
como células fotoeléctricas adelgazando el contra—electrodo
hasta qus sea traslicido, pero hasta ahora no se' ha desarro-
1llado ningun metodo por el cuel se pusda adelgezer unifor—
menente la capa contra-slectrodo, & no ser que la capa sea
cuidadosémente reblandecida por calor & una itemperatura bien
calculade para permitir que se retire fecil y uniformemente.

Los éectificadores ds selenio estan compuestos
generslmente de una place base electroéo, una capa interme—
dia de selenio fija & la place base electrodo, y un contra-
dlectrodo que se aplica generalmente & la capa de selenio

rociindola. Bl contra-electrodo es frecuentementie una aleacién
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por ejemplo de cadmio, estalio y bismuto. La capa intermedia
de selenio estd sujeta a un proceso de formacidn eléctrico
por corriente alterna o ctntinua pulsada para comunicarle
aquellas propiedades que la hacen més util como rectifice~
dor o valvule uni-direccional.

Es un objeto de este invento hacer ollulas ﬁoto—
eléctricas de sensibilided media,

Otro objeto del invento es hacer células fotoeléc-
tricas por un prccedimiento sin cogte relativamenté.

Otré finalidad es emblear rectificadores de sele-
nio imperfectos para hacer células fotoeléctricas de selenio,

Otro objeto de 1la invencidn es reducir la capa
contra-electrodo de un rectificador de selenio & un espesor
trasliicido y uniforme para que el rectificador pueda usar—
ge como célula fotoeléctrica.

Los objetos indicados y otros auxiliares a la in-=
vencidn llegan a ser fécilmente comprendidos después de la
considergcién ds la detallada descripcidn que sigue y el di=-
bujo adjunto en elfues

La fig. 1 es una vista en planta de un tipe de_dia-
co de recti}icador de selenio.

La fige 2 es una seccidn transversal tomada a lo
largo de la linea 2~2 de la fige 33 ¥

La fig. 3 es una seccidn transversel similer del
rectificadof después‘que ha sido convertido en una cdlula
fotoeléctrica.

Tanto como una gran ventaja de esta invencidn es

gue permita hacer Uiiles los rectificadores de selenio recha-
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zados, el invento se describira particularménte en relacion

con la preperacidn de une célula fotoeléctrica‘dé tal recti~
ficador, pero debe comprenderse que esta descfipciéh_parfié
culer es con el findde ilustrar sqlamente ¥y ne coﬁgtituye,un a
limitecidn del invento.

Siguiendo con el invento, un rectificador de se-
lenio, figs, 1 y 2, tiene en gensral una placa base electro-
do 1, una cepa intermedia de ®lenio 2, y un contra-electrode
3 que es sujeto a calor en un liguido orghinico inerte & una
temperatura gue reblandecerz el contra-electrodo si afecta al
selenio ¢ a la placae base electrod. En este invehﬁién se em=
plea, sincembargo una aleacidén en el contra-electrodo gque tie~
ne un punto de reblandecimiento suficientemente diferente de
agquellos del selenic y de la placa base electrodo para tener
la mayor diferencie posible en el reblandecimiento bajo las
con&iciones normales de fabricacion. En la préctica se ha en-
contrado que un contra-electrodo que contenga cerce de 20%
de cadmio, 26% de estafio, y 54% de bismuto es altamente satip-
factorio para estos fines y al mismo tianpo tiene un punto
de reblandecimiento lo suficientemente por debajo del de se-
lenio y de la pleca base slectrodo gque hace practiBamente pow-
sible el trabejar de acuerdo con el invento. Se comprénde
sin embergo, que esta composicidn es meramente ilustrativa y
no es tampoco una limitacidn respecto a los puntds de pre-~
sidn, el tanto por cientoc & las composiciones, o & la canti-
dad y clese de metales que se incorporan en la aleacidn. El
prineipio general del invento es emplear una aleacidén que cum=-

pla su funcién eldctrice propias y al mismo tiempo tenga un’
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punto de fusidn suficisntemente por debajo de los puntos de
fusidn de 163 otros componentes del rectificador,

B 1i§uido orginico inerte empleado es preferen—
temente de tipo aceitoso, por ejemplo, aceite mineral y
anilina,

La temperatura del baiio tendria-que controlarse 4 e
manera que prodﬁjera el reblandecimiento del electrodo‘sin

afectar nocivemente a las otras capas del rectificadors’ La

" inmersion del rectificador en la solucién caliente puede ser

ordinariamente breve, no més de quince segundos, y usual=

‘mente entre cinco y diez segundos, la duracidn de la inmer-

8i6n depende en gren menera del espesor de la capa contra-
electrodo. La temperatura del bafio de aceite deberad éuﬁrdar—
se entre 1008 y 200¢2(C, aproximédamente, dependiendo del pun=
to de fusibn de la aleacidn usada como contra~electrodo.@on
une aleacidén gue tenga un punto de fusidn de 103¢C, por ejm-
rlo, la variacidn ds la temperatura deybaﬁo de aceite seria
de 1602 & 1802C, E1 tiempo de inmersidn neceéario para re-
blandecimiento de la aleacidn dependé del espesor de la cépa
de 1la eleacién, su punto de fusidn vy la temperatura del ba—
fio. La temperatura deherie ser lo suficientemente alta para
practicar la operacion de inmersidn en un tiempo de 5 a 15
segundos aproximadamente,

Ta n pronto como el contra~electrodo ha sido‘re-
blandecido, se sace €1 disco del bafio, se escurre rapidamen-—
te el exceso de aceite, por ejemplo, en papel secante y 115-
piado con algoddn ébsorvente queda con un espesor uniforme

y traslicido. Hay una parte de esta invencidn que insiste.que
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este calentsmiento en aceite faciliia la produccidn de un
espesor uniforme gque no es probable de obtener por otros me~
dios gque no sean los descritos u otros equivalentee;

Despuds qus la capa reblandecida de contra-elec—
trodo he sido quitada, excepto el residuo traslicido 3a, fig.
3y la célula se bafia en acetona u otro disolvente dsl aceit e
empleado en el bafo de reblandecer v después se sumergé en
un baio de eter,

Bl bafio de eter no es necesario sie@pre, pero es
conveniente para asegurar la expulsion de todo el aceite.

Para completar la célula, se desea proveer de una
superficie especial de contacto eléctrico para la capa 3a. Pae
de obtenernerses tapando la capa trasliicida y un enillo 4
de la misma aleacidn rociada sobre la periferia de lavcapa
38. E1 anillo 4, sin embarga, no es necesario cuando se
apliqge directamente a la capa traslﬁcida 3a 8n electrodo
con contactos. ba célula con o sin el anilo 4, en el caso gue
sea, debe entonces ser barnigzada con un barniz transparente,
debiendo ser tapadas también durente esta operacién de barni~
z&do las partes de la capa 3a y dsl anillo 4, que tengan_qua
hacer contacto eléctrico;> .

'Estas células tienen sensibilidad media que pue-

de ser estimeada aproximasdamente en un promedio de 200 micro

‘amperios por lumen, Son muy Gtiles cuando no se negesiten

les células de 2lta sensibilided. Son completamente supe-
riores en sus caracterisiicas, particularmente en uniformidad,

a lag célules similares obtenidas calentado un rectificador
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en una pleca caliente p por medio de luz infra—rojg;

Aunques en las Iigse 1, 2 y 3 se ilustre un recti=-
ficador del tipo de disco redondo con un taladro central,
se comprende gue pueden emplearse rectificadores de otras
formas traténdolos de acuerdo con el procedimiento citado,
Por ejemplo, los rectificadores pueden ser de forma recfangu—
lar y pueden tener o no taladros. Tembién gquederé clerc &
ageullos técnicos en la materie que la superficie especial‘
de contacto no necesita ser construide en le forma de ani-
1lo 4 pero debe comprender une mancha de materiél afadido
a 1@ capa treslicida 3a, el materiel de la aleacidn edicional
se aplicéré & la ariste interior de la capa 3a, blen en for-

me de mancha o de anillo.

El ejemplo especifico siguiente se da como una

ilustracion de los principios ds la invencidn.
Ejemplo

Un dimco redgtificador de tipo normal teniendo
un contra~electrodo compuestio de 20% de cadmio; 26% de estafio
y'54% de bismuto, fundiendo a 1032C, fué sumergido cerca de
ochos segundos en un bafio n® 30 de acéite de Motor Verdol &
una temperatura de 1702C, aproximadamente, se retird, y se
puso encime de papel secante e inmediatamente y‘raﬁidamente
frotado con algoddn absorbente, el cual guité 1la parte prin-
cipal del contra—electrodo pero dejé una @pe uniforme y tras-
licida, se befié en acetona j se lavo con eter, y su arista
se reborded con un anillo de poco gruéso de la misma aleacion.
Al conjunto, excepto la parte superior del anildo se le did

una caps de barniz tramsparente. Su sensibilidad se rebajd
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175 entre un tercio y un medio de la normal en un disco de alta
sensibilidad, |
Bntre las ventajes de la invencidn estd la del em-
pleo de log rectificadores de selenio desechedos como célu—
las fotoeléctricas, la cual es una ventaja de tipo econdmi-
180 coe
Otra ventaja consiste en la preperacidn de cé-
lulag de sensibilidad media por un procedimientb no costoso.
Otra ventaja de la invencidn es el desarrollo
de un método paia qgitar la parte pﬁincipal de la cepa
185 contra—-electrodo de un rectificador sin perjudicar el se=
1enio ¥ dejando un residuo uniforme y traslicido encima del
gelenio.
OtraS'enfajas del invento serén reveladas a las per
sonas expertas en la méteria.
190 ' Cuan*bs procedimientos por muy diferente que
seen del descrito en el invento se hagan sin salirse del es—
piritu y resumen indicado, se comprenderé gue la invencidn
no se limita a le explicacidén dada antes, excepto como se
define en lasp reivindicaciones siguienfes,
195 Este invento corresponde a una solicitud de Pa~
tente formulada en Bstados Unidos el 2 de Julio de 1946, se-
flalada con el n® 681.064 y se acoge, por lo tanto, a los be-

neficios que otorgan los convenios internacionsles vigentes.

200 Los puntos de invencidn propia y nueva que se

presentan pera que sean objeto de esta Patente de veinte
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1~ Mejoras en células fotoeléctricas comprendien—
do une capa de selenio cubierta por una cape metflice trasli~
cida de espesor substancialmente uniforme.

2.~ Mejoras en células fotoeléctricas comprendien=
do una placa base slectrodo, una capas de selenio, y un con—
tra~electrodo de ligero espesor pnetrable y una constitucidn
éue se reblandece a la temperatura del aceite caliente.

Je~Mejoras en células fotoeldctricas comprendien—
do una placa base electrodo, una capza de selenio y un con—
tra—elecﬁrodc de ligero espesor penetrable y una constitu-—
cién que tiene un punto de fusidn por debsjo del de selenio.

4o— Mejoras en células fotoeléctricas comprendien—
do una placa base elecirody una capa de selenio, una caps me-
télice traslicida de espesor uniforme teniendo una cogposicidn -
de 20% cadmio, 26% estefic y $54% bismutc, sobre la capa de
selenio y una corona anular conductiva encePrandoe los 1imi-
tes de la célula,

5¢= Una célula fotoelécirica comprendiendo una
prlaca base electrodo, una cepes de selenio, una oceps meté-
lica trasliicida de espesor uniforme teniendo una composi=-

-

cién de 20% cadmio, 26% estafio y 54% bismuto sobre la cepa

de selenio y un borde de la misma aleacidén conectando las

mpas de le céluls

6e-Mejoras en células fotoeléctricas compren—
diendo una plaeca base clectirodo, una capa de selenio, une

caps metllica traslficide de egpesor uniforme teniendo una
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compbgicidon de 20% cadmio, 26% estaio y 54% bismuto sobre la

cape de selenio, un borde de la misma aleacidn recubriendo

una parte de la capa trasgliicida para proveer una superficie

de contacto eléctrica, y una envoltura de barniz transpa-
rente recubriendo la célula,

Te— Un procedimiento que comprende la inmersidn
de una célula teniend una cape de selenio y una capa de
aleacion que pueden reblandecerse a una tempsratura menor
que la de los otros componentes de la célula y una tempsra=
turae obtenible on un liquido orgénico inerte celiente, calen-
tando la célula en el indicado 1fquido orgénico inerte ca-
liente haste que la aleacidn se reblandezca, y reduciendo
la capa de aleacidn a un espesor traliicido,

8.~ Un procedimiento que comprende la inmersién
de una célula teniendo como placa base electrodo, una ca=-
ra de selenioc, y una capa de aleacidn que ’pueda reblandecer=
se a la temperatura del aceite caliente en aceite caliente
hasta que la aleacidn se reblandegca, y reduciendo la capa
de aleacion al espesor trallicido froténdoloe

9¢~ Un procedimiento que comprende la inmersién
de una célula teniendo comp placa bease electrodo, una ca-
pe de gelenio, y una ape de aléacién que puede reblandecer—
se a la temperatura del aceite caliente en sgeite céiiente
hagta que la aleacidn se re-blandezca reduciendo la éapa
de aleacidn al espesor trasliicido froténdolo y aplicando ma=—
terial metalico éncima de una parte de la capade aleacidn.

104=Un procedimiento que comprende la inmersidén de

una célula taniendo comp placa base electrodo, una oapa de
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selenio y una capa de aleacidn gue pueda reblandecerse a la %
temperatura del aceite caliente en aceite calisnte hasta gue
la aleacidn se reblandezca reduciendo la capa de aleacidn
al espesor trasliicido frotanioclo, quitando los residucs de
aceite, aplicando un anillo met&lico sobre la parte periféri-
ca de la citade capa de aleacidn y cubriendo substancialmen—
¥e toda la célula con un barniz transparente.

11.~ Un procedimiento para preéarar une célula
fotoeléctrica gque comprenda un conjunto de célula teniendo
una placa base electrodo, una capa de selenio, y una capa
de aleacién que pueda reblandecerse & la tempeiatura delr
aceite caliente, czlentando la célula en aceite caliente has—~
ta que la aleacién se reblandezca, reduciendo la capa dg
aleacidon al espesor trasliicido por frotacidén, quitando los
residuos de aceite, y cubriendo substancialmente toda la célu-
la con un barniz transparente.

12.- Un procedimiento para preparar una cdlula
fotoeléctrica que comprenda un conjunto de célula tenien—
do una placa base elsctrodo, una capa de selenio y‘una cé-—~
pa de aleacion teniendo una composicién aproximade de 20%
cadmio, 26% estafio y 54% de bismuto, calentando la célula
en aceite mineral caliente por espacio aproximado de .cinco
& diegz segundos, frotando la capa de aleacidn con algoddn
absorbente &8l objeto de reducir la caPa al espesor trasli~
cido quitando los residuos de aceite, aplicando aleacidn ma;
terial sobre una parte de la capa de aleacidon para obtensr
una superficie de contacto eléctrico, y cubriendo substan-

cialmente toda la célula con un barniz transparente,
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13.~ Mejoras en células fotoeléctricas con el

correspondiente procedimiento de fabricacidn.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, representedo en los dibujos que se acompafian y a
los fines especificados.

Esta memoria:consta de doce hojes escriias por

une sole cara.
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